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(54) 반도체소자의 테스트 패턴

요약

본 발명은 반도체소자의 테스트 패턴 형성방법에 관한 것으로, 테스트 패턴을 이용한 GIDL ( gate induced drain lea

kage ) 특성 평가를 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여, 상기 일측에 구비되는 제1게이트전극, 상기 일측과 제1

게이트전극 사이에 개재되는 제1게이트산화막, 상기 게이트전극의 끝부분에 일정폭 중첩되는 활성영역에 소오스/드

레인이 구비되는 테스트 패턴인 제1 MOSFET ( metal oxide semiconductor field effect transistor ) 가 반도체기

판의 일측에 구비되고, 상기 타측에 구비되는 제2게이트전극, 상기 타측과 제2게이트전극 사이에 개재되며 상기 제1

게이트산화막보다 얇은 제2게이트산화막이 구비되는 제2 MOSFET 가 상기 반도체기판의 타측에 구비되어 테스트 

패턴의 특성을 향상시키고 그에 따른 소자의 특성 파악을 용이하게 실시할 수 있도록 함으로써 반도체소자의 특성 및

신뢰성을 향상시킬 수 있는 기술이다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 종래기술에 따른 반도체소자의 테스트 패턴을 도시한 단면도.

도 2 내지 도 3 은 본 발명에 따른 반도체소자의 테스트 패턴을 도시한 단면도 및 평면도.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >

11, 31 : 반도체기판 13 : 게이트산화막

15 : 게이트전극 17,19 : 소오스/드레인



공개특허 특2003-0050180

- 2 -

21 : 다이오드 확산층 23 : 보호 다이오드

33 : 제1게이트산화막 35 : 제2게이트산화막

37a : 제1게이트산화막 37b : 제2게이트산화막

39a,41a : 제1 소오스/드레인 39b,41b : 제2 소오스/드레인

43 : 활성영역 45 : 금속배선

47 : 콘택

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체소자의 테스트 패턴에 관한 것으로, 특히 MOSFET 테스트 패 턴의 게이트산화막이 플라즈마 차징 

손상 ( plasma charging demage ) 으로 부터 보호할 수 있도록 함으로써 상기 MOSFET 의 전기적 특성을 향상시켜 

GIDL 특성을 평가할 수 있도록 하는 기술에 관한 것이다.

도 1 은 종래기술에 따른 반도체소자의 테스트 패턴을 도시한 단면도이다.

도 1를 참조하면, 상기 테스트 패턴은 반도체기판(11)상에 게이트전극(15)을 형성하되, 상기 게이트전극(15)과 반도

체기판(11) 사이에 게이트산화막(13)이 개재되고, 상기 게이트전극(15) 이외의 활성영역에 소오스/드레인(17,19)이 

구비되는 MOSFET 가 구비되고, 상기 트랜지스터와 병렬로 연결된 다이오드(11)를 형성한다.

이때, 상기 다이오드(11)는 플라즈마 차징 손상으로부터 MOSFET 의 게이트산화막(13)을 보호하기 위하여 게이트전

극(15)와 다이오드(23)를 병렬 연결하였다.

그러나, 상기 게이트산화막(13)의 누설전류 특성 평가시 다이오드의 접합 누설 전류가 비정상으로 클 경우 게이트 전

류에 다이오드의 접합누설전류가 함께 측정되는 문제가 있다.

또한, GIDL 측정을 할 경우에 게이트 전압을 소오스 전압보다 낮게 인가하므로 게이트와 같이 연결된 다이오드는 포

워드 바이어싱 ( forming biasing ) 되는 문제가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여, 게이트산화막의 두께가 감소함에 게이트산화막의 전류가 

급격하게 증가하는 현상을 이용하여 MOSFET 테스트패턴을 보호하는 반도체소자의 테스트 패턴을 제공하는데 그 

목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

이상의 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 반도체소자의 테스트 패턴은,

(a) 반도체기판의 일측에 구비되는 테스트 패턴인 제1 MOSFET ;

(ⅰ) 상기 일측에 구비되는 제1게이트전극,

(ⅱ) 상기 일측과 제1게이트전극 사이에 개재되는 제1게이트산화막,
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(ⅲ) 상기 게이트전극의 끝부분에 일정폭 중첩되는 활성영역에 소오스/드레인이 구비되고,

(b) 상기 반도체기판의 타측에 구비되는 제2 MOSFET ;

(ⅰ) 상기 타측에 구비되는 제2게이트전극,

(ⅱ) 상기 타측과 제2게이트전극 사이에 개재되며 상기 제1게이트산화막보다 얇은 제2게이트산화막이 구비되고,

(c) 상기 제1게이트전극과 제2게이트전극이 병렬 연결된 것과,

(a) 에서 제1 MOSFET 의 제1 소오스/드레인 은 그라운드 ( ground ) 상태인 것과,

(c) 에서 제1게이트전극과 제2게이트전극은 게이트전압이 인가되는 것을 특징으로 한다.

한편, 본 발명의 원리 및 동작원리는 다음과 같다.

1. 두꺼운 게이트산화막과 얇은 게이트산화막을 갖는 각각 두 개의 MOSFET 의 게이트전극이 배선을 통하여 병렬연

결된 구조를 갖는다.

상기 얇은 게이트산화막을 갖는 MOSFET 는 기본적으로 MOS 구조를 가지며, 소오스/드레인 영역은 없어도 무방하

다.

2. 본 발명에 따른 보호된 ( protected ) MOSFET 은 듀얼 게이트 산화막 공정 적용시에만 가능하며, 듀얼 게이트 산

화막 형성 방법은 여러 가지가 있으나 본 발명의 요지와는 무관하여 논외로 한다.

3. 두꺼운 게이트산화막 MOSFET 는 공정 진행후 평가하고자 하는 소자이며, 얇은 게이트산화막 MOSFET 는 상기 

두꺼운 게이트산화막 MOSFET 의 게이트산화막을 보호하는 기능을 갖는다.

반도체 제조 공정은 증착, 식각 등의 많은 고정에서 플라즈마 공정을 사용하는데, 이때 상기 플라즈마 공정의 특성상 

플라즈마 차징 손상이 발생한다.

상기 플라즈마 공정중 게이트에 플라즈마 중의 전하가 측정되어 게이트와 반도체기판 간에 전압이 인가되는데 이때 

게이트에 인가된 전압은 게이트산화막에 걸리는 전압과 같으며 이로 인하여 FN ( fowler-Nordheim ) 터널링 전류가

발생하고, 결과적으로 게이트산화막의 절연성을 파괴한다. 즉, 게이트산화막에 비가역적인 손상을 준다.

그러나, 도 2와 같은 구조를 가질 경우 게이트에 전하가 축적되고 이로 인하여 게이트에 일정 전압, Vg 가 인가되더라

도 대부분의 전류는 얇은 게이트산화막을 통하여 흐르게 된다.

즉, FN 터널링 전류는 Jox ∼ exp(-B*Tox/Vox)로 표현되기 때문에 게이트산화막의 두께(Tox)에 지수함수 의존성

을 갖기 때문에 얇은 게이트 산화막에서는 두꺼운 게이트산화막에서 보다 훨씬 큰 전류가 흐른다.

결과적으로 얇은 게이트산화막 MOSFET 는 두꺼운 게이트산화막의 게이트 전류에 대한 우회경로 ( by-pass ) 역할

을 한다.

따라서, 두꺼운 게이트산화막을 통하여 전류가 거의 흐르지 못하게 되므로 얇은 게이트 산화막은 플라즈마 차징 손상

을 입지 않게 된다.

4. 도 2 의 보호된 MOSFET에서 두꺼운 게이트산화막을 통하여 흐르는 누설전류를 측정할 경우 Vs=Vd=Vb=GND, 

Vg=inversion 모드에서 측정을 하면 얇은 게이트산화막 MOSFET 는 소오스/드레인 이 플로팅 ( floating ) 되어 있

기 때문에 깊은 공핍 ( deep depletion ) 영역에 gm르게 되고 그로인하여 얇은 게이트산화막이 두꺼운 게이트산화막

보다 얇기는 하지만 얇은 게이트산화막을 통해서는 전류가 거의 흐르지 않게 된다.

결과적으로 평가하고자 하는 두꺼운 게이트산화막을 통하여 흐르는 전류만을 측정할 수 있게 된다.

5. 한편, GIDL 평가시에는 게이트에 소오스 보다 낮은 전압을 인가하게 되는데, 이때 얇은 게이트산화막 MOSFET 는

전류 경로를 형성하지 않으므로 보호된 다이오드를 사용하였을 경우에 다이오드가 포워딩 바이어싱 ( forwarding bi

asing ) 되는 등의 문제점이 유발되지 않는다.



공개특허 특2003-0050180

- 4 -

왜냐하면, 다이오드가 한 방향에 대해서만 절연특성을 보이는 반면에 게이트산화막은 양방향 모두에 대하여 절연특

성을 보이기 때문이다.

도 2 는 본 발명에 따른 반도체소자의 테스트 패턴을 도시한 단면도이다.

도 2 를 참조하면, 상기 테스트 패턴은 반도체기판(31) 상의 일측에 제1게이 트전극(37a)을 형성하되, 상기 제1게이

트전극(37a)과 반도체기판(31) 사이에 두꺼운 제1게이트산화막(33)이 개재되고, 상기 제1게이트전극(37a) 이외의 

활성영역에 제1소오스/드레인(39a,41a)이 구비되는 제1 MOSFET 와,

상기 제1 MOSFET 에 병렬로 연결되는 제2 MOSFET가 구비되되,

상기 제2 MOSFET 는 상기 반도체기판(11)의 타측에 제2게이트전극(37b)을 형성하되, 상기 제2게이트전극(37a)과 

반도체기판(31) 사이에 상기 제1게이트산화막(33) 보다 얇은 제2게이트산화막(35)이 개재되고, 상기 제2게이트전극

(37b) 이외의 활성영역에 제2소오스/드레인(39b,41b)이 구비된다. 이때, 상기 제2소오스/드레인(39b,41b)은 생략될 

수도 있다.

도 3 은 상기 도 2 의 레이아웃도를 도시한 것으로서, 금속배선(45)으로 제1게이트전극(37a)과 제2게이트전극(27b)

이 병렬 연결된 것을 도시한다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와같이 본 발명에 따른 반도체소자의 테스트 패턴은, GIDL 평가를 위하여 제1 게이트전극에 소오

스 보다 낮은 전압을 인가하였을 때 종래기술과 같이 다이오드가 포워딩 바이어싱 ( forwarding biasing ) 되는 현상

을 방지하여 GIDL 평가를 정확하게 실시할 수 있는 효과를 제공한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
(a) 반도체기판의 일측에 구비되는 테스트 패턴인 제1 MOSFET ;

(ⅰ) 상기 일측에 구비되는 제1게이트전극,

(ⅱ) 상기 일측과 제1게이트전극 사이에 개재되는 제1게이트산화막,

(ⅲ) 상기 게이트전극의 끝부분에 일정폭 중첩되는 활성영역에 소오스/드레인이 구비되고,

(b) 상기 반도체기판의 타측에 구비되는 제2 MOSFET ;

(ⅰ) 상기 타측에 구비되는 제2게이트전극,

(ⅱ) 상기 타측과 제2게이트전극 사이에 개재되며 상기 제1게이트산화막보다 얇은 제2게이트산화막이 구비되고,

(c) 상기 제1게이트전극과 제2게이트전극이 병렬 연결된 것을 특징으로 하는 반도체소자의 테스트 패턴.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

(a) 에서 제1 MOSFET 의 제1 소오스/드레인 은 그라운드 ( ground ) 상태인 것을 특징으로 하는 반도체소자의 테스

트 패턴.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

(c) 에서 제1게이트전극과 제2게이트전극은 게이트전압이 인가되는 것을 특 징으로 하는 반도체소자의 테스트 패턴.
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